DIAGRAMMI STICK

* Sono una rappresentazione simbolica del layout dei
circuiti integrati.

* Danno un’informazione di massima sulla disposizione
topologica dei transistori, dei collegamenti e dei
contatti.

* Non danno informazioni sulle dimensioni di questi
elementi e sulla distanza tra di essi.

DIEET
Universita di Palermo Elettronica digitale |1 Giuseppe Caruso

CODICE DEI COLORI

—— Diffusione n (source/drain)
_— Diffusione p (source/drain)
—— P OlisiliCiO (gate)
— \etallo 1 (interconnessioni)
Metallo 2 (interconnessioni)
[ ) Contatti evia  (connessioni tra layer)

Contatto: interconnessione tra metallo 1 e diffusione (mp pplisilicio

via: interconnessione tra due layer metallici
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REGOLE PER LA COSTRUZIONE DEI DIAGRAMMI STICK

Due linee che si intersecano dovono formare un anigodi 90°

Sl NO
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REGOLE PER LA COSTRUZIONE DEI DIAGRAMMI STICK

Linee che si intersecano su uno stesso layer smprg connesse
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REGOLE PER LA COSTRUZIONE DEI DIAGRAMMI STICK

L’intersezione tra una linea di polisilicio ed utiediffusione realizza
sempre un transistore

NMOS PMOS
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REGOLE PER LA COSTRUZIONE DEI DIAGRAMMI STICK

Linee che si intersecano su layer diversi sono semgn connesse
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REGOLE PER LA COSTRUZIONE DEI DIAGRAMMI STICK

fie

Un contatto & una connessione tra metallo 1 e diffiesp/diffusione n/
polisilicio

Una via & una connessione tra due layer di metallo
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REGOLE PER LA COSTRUZIONE DEI DIAGRAMMI STICK

» Disegnare lo schema elettrico
del circuito

-

=GND
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REGOLE PER LA COSTRUZIONE DEI DIAGRAMMI STICK

Sostituire ogni transistore con un segmento
rosso (polisilicio) che interseca un secondo
segmento marrone/verde (PMOS/NMOS),
formando un angolo di 90°
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REGOLE PER LA COSTRUZIONE DEI DIAGRAMMI STICK

Vo » Realizzare le linee di alimentazione e le
connessioni.
In Out Note
—9
1. Il collegamento tra i due terminali di gate,
essendo breve, puo essere realizzato in
polisilicio.

GND 2. L'ingresso viene realizzato in metallo in
modo che si trovi sullo stesso layer
dell'uscita.
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Layout di un invertitore CMOS realizzato con
Microwind

VDD
In _ Out
_
GND
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LAYOUT DI UN INVERTITORE CMOS GENERATO CON
MICROWIND

Layout generato con in comando
compile di Microwind
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PROGETTO BASATO SU CELLE STANDARD

Feedthrough cell Logic cell
ENEAINE
A T . | Routing
— channel
E [ BT ]
@
b t
ke - —
g 1
3
o Routing channel
Functional requirements are
module reduced by presence
(RAM. of mare interconnect
multiplier, ...} layers
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DIAGRAMMA STICK DI UNA PORTA COMPLESSA FCMOS
Y=A+B+CD
Y
GND
DIEET
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GRAFI DELLE RETI DI PULL-DOWN E PULL-UP E PERCORSI DI
EULERO

v In un grafo, un percorso di Eulero € un
percorso che include tutti gli archi
passando una sola volta per ogni arco.

Percorso di

Eulero
(ABCD) ‘ ‘ ‘

A B C D
Percorso
di Eulero LI LI LI LI
(ABCD) T T T T
Quando esiste un percorso di
Eulero, & possibile realizzare
tutti i transistori della rete di
pull-down (pull-up) utilizzando
una sola diffusione n (p)
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COSTRUZIONE DEL DIAGRAMMA STICK
* Tracciare due linee blu p¥f e la
v massa.
DD B . . .
e Tracciare una linea blu intermedia
per l'uscita.
* Tracciare due linee, una verde ed
v una marrone, per le diffusionin e p
e Tracciare 4 linee verticali rosse:
una per ogni ingresso. Le
intersezioni tra queste e le due linee
delle diffusioni corrispondono ai
GND . .
transistori.
A B (o D
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COSTRUZIONE DEL DIAGRAMMA STICK

-

» Realizzare le connessioni

—9
— —

G 4
T

L'uscita e resa disponibile sulla
parte superiore e su quella

inferiore della cella utilizzando il
GND metal 2 per scavalcare le linee di
A B C D alimentazione.
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Layour della porta FCMOS realizzato con
Microwind
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